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【はじめに】ITRSが示す 2020年以降の高速集積

回路用MOSFETにおいてドレイン電圧 0.6V印加

時に飽和電流が 2 A/mmを超える性能のトランジ

スタが求められている[1]。現在、高電子移動度を

有するⅢ-Ⅴ族化合物半導体である InGaAsをチャ

ネル材料として用いることにより 2.4 A/mm 

(@VD=0.5V) [2]という高い値を得ることができて

いる。反面、閾値の低下や DIBLの劣化などにあ

げられる短チャネル効果が顕著に現れており改善

が必要とされている。今回、基板転写を行い Si

基板上で薄膜チャネル InGaAs-MOSFETを作製し

動作を確認したので報告する。 

 

【実験】基板の層構造は 5 nm i-InP / 5 nm i-InGaAs 

/ 200 nm n-InP / 10 nm n-InGaAs / 20 nm i-InP / 200 

nm i-InGaAs / n-InP sub.であり有機金属気相成長

法により成長した。まず貼り付け界面の劣化・

衝撃の緩和のためにAl2O3 2 nm , SiO2 200nm を

堆積する。次にBCB接着による基板転写プロセ

スを用いて InP基板を Si基板に転写する。貼り

合わせた基板にソース/ドレイン電極をリフトオ

フプロセスにより形成した後、電極をマスクに

してコンタクト層の選択エッチングを行う。そ

の後、ゲート絶縁膜Al2O3 5 nmを堆積し、ゲー

ト電極を形成して素子を作製した。ゲート長は

45 nmである。 

 

【結果】Si基板上でチャネル長 45nm薄膜チャネ

ル InGaAs-MOSFETの動作を確認することができ

た。Fig.1に作製した素子構造を、Fig.2,3に ID-VD

特性、ID-VG特性示す。ドレイン電流として 0.93 

A/mm(@VD=0.5 V),トランスコンダクタンス 0.8 

S/mm という値を得た。今後は更にチャネル長を

縮小しドレイン電流密度とトランスコンダクタン

スの向上を量る必要がある。 
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Fig.1. Schematic image 

 

Fig.2. ID-VD characteristics 

 

 
Fig.3. ID-VG characteristics 
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